
2SB791(K)

Silicon PNP Epitaxial

Application

Medium speed and power switching complementary pair with 2SD970(K)
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Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item Symbol Rating Unit

Collector to base voltage VCBO –120 V

Collector to emitter voltage VCEO –120 V

Emitter to base voltage VEBO –7 V

Collector current IC –8 A

Collector peak current IC(peak) –12 A

Collector power dissipation PC*1 40 W

Junction temperature Tj 150 °C

Storage temperature Tstg –55 to +150 °C

Note: 1. Value at TC = 25°C
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Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Item Symbol Min Typ Max Unit Test conditions

Collector to emitter breakdown
voltage

V(BR)CEO –120 — — V IC = –25 mA, RBE = ∞

Emitter to base breakdown
voltage

V(BR)EBO –7 — — V IE = –50 mA, IC = 0

Collector cutoff current ICBO — — –100 µA VCB = –120 V, IE = 0

ICEO — — –10 µA VCE = –100 V, RBE = ∞

DC current transfer ratio hFE 1000 — 20000 VCE = –3 V, IC = –4 A*1

Collector to emitter saturation VCE(sat)(1) — — –1.5 V IC = –4 A, IB = –8 mA*1

voltage VCE(sat)(2) — — –3.0 V IC = –8 A, IB = –80 mA*1

Base to emitter saturation VBE(sat)(1) — — –2.0 V IC = –4 A, IB = –8 mA*1

voltage VBE(sat)(2) — — –3.5 V IC = –8 A, IB = –80 mA*1

Turn on time ton — 0.5 — µs IC = –4 A, IB1 = IB2 = –8 mA

Storage time tstg — 1.6 — µs

Fall time tf — 1.5 — µs

Note: 1. Pulse test
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Typical Output Characteristics

TC = 25°C

P
C  = 25 W
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Transient Thermal Resistance
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Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)

TO-220AB
Conforms
Conforms
1.8 g

Unit: mm



Cautions

1. Hitachi neither warrants nor grants licenses of any rights of Hitachi’s or any third party’s patent,
copyright, trademark, or other intellectual property rights for information contained in this document.
Hitachi bears no responsibility for problems that may arise with third party’s rights, including
intellectual property rights, in connection with use of the information contained in this document.

2. Products and product specifications may be subject to change without notice. Confirm that you have
received the latest product standards or specifications before final design, purchase or use.

3. Hitachi makes every attempt to ensure that its products are of high quality and reliability. However,
contact Hitachi’s sales office before using the product in an application that demands especially high
quality and reliability or where its failure or malfunction may directly threaten human life or cause risk
of bodily injury, such as aerospace, aeronautics, nuclear power, combustion control, transportation,
traffic, safety equipment or medical equipment for life support.

4. Design your application so that the product is used within the ranges guaranteed by Hitachi particularly
for maximum rating, operating supply voltage range, heat radiation characteristics, installation
conditions and other characteristics.  Hitachi bears no responsibility for failure or damage when used
beyond the guaranteed ranges.  Even within the guaranteed ranges, consider normally foreseeable
failure rates or failure modes in semiconductor devices and employ systemic measures such as fail-
safes, so that the equipment incorporating Hitachi product does not cause bodily injury, fire or other
consequential damage due to operation of the Hitachi product.

5. This product is not designed to be radiation resistant.

6. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, the whole or part of this document without
written approval from Hitachi.

7. Contact Hitachi’s sales office for any questions regarding this document or Hitachi semiconductor
products.

Hitachi, Ltd.
Semiconductor & Integrated Circuits.
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Asia (Taiwan) :  http://www.hitachi.com.tw/E/Product/SICD_Frame.htm
Asia (HongKong) :  http://www.hitachi.com.hk/eng/bo/grp3/index.htm
Japan :  http://www.hitachi.co.jp/Sicd/indx.htm
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Tel: <886> (2)  2718-3666
Fax: <886> (2)  2718-8180

Hitachi Asia (Hong Kong) Ltd.
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Tel: <852> (2)  735  9218
Fax: <852> (2)  730  0281 
Telex: 40815 HITEC HXHitachi Europe Ltd.
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Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire  SL6 8YA, United Kingdom
Tel: <44> (1628)  585000
Fax: <44> (1628)  778322
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For further information write to:
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                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
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ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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